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GaN 縦型パワーDMOSFET は次世代パワーデバイスとして期待されている．DMOSFET の性能

向上のために必要な課題として JFET 抵抗の低減がある．先行研究で JFET 領域に酸素イオンを注

入することで JFET 領域の実効ドナー密度を増やし，抵抗を低減することが検討されているが[1]，

注入した酸素密度に対し，実効ドナー密度が低下するという問題がある[2]．その一因としてイオン

注入により形成されたトラップによるキャリアの補償が考えられる．本研究では，酸素イオン注

入により GaN 中にどのようなトラップが形成されているか明らかにするために，n 型エピタキシ

ャル成長層に酸素イオン注入を行い，酸素濃度（SIMS）と実効ドナー密度（C-V 測定）の深さ分

布の比較をし，DLTS 測定から形成された電子トラップの種類，密度を評価したので報告する． 
n+-GaN 自立基板上に MOVPE によって成長した n-GaN（実効ドナー密度：2×1016 cm−3）に対し

て，酸素イオンを深さ 0.7 µm，平均濃度 1.0×1017 cm−3になるように注入した．なお，注入は 4 段

階で行い，最大エネルギーは 700 keV である．活性化アニールは，AlN キャップ層を用いて, 窒素

雰囲気中 5 分として，1100℃，1300℃の 2 条件で行った．アニール後にショットキー電極（Ni/Au）
を蒸着した． 

1100℃アニール試料では，Fig. 1 に示すように，酸素濃度と実効ドナー密度の深さ分布の比較よ

り，実効ドナー密度が酸素濃度に対して約 9×1016 cm−3低下したことを確認した．また，Fig. 2 に

示すように，DLTS 測定から 1015〜1016 cm−3台のトラップが 4 つ観測された．実効ドナー密度の低

下分に近い濃度のトラップが形成されていることから，実効ドナー密度低下の一定量がトラップ

によるキャリアの補償であることを示唆している．次に，1300℃アニール試料では，DLTS 測定か

ら 3 つのトラップ（密度：9×1014〜1.7×1016 cm−3）が観測された．この結果と，1100℃アニール

試料の結果を比較することで，1300℃のより高温のアニールによりトラップが低減していると考

えられる． 
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Fig. 1：Depth profiles of [O] and Nd - Na 
of the sample for 1100℃ annealing． 

Fig. 2：DLTS spectrum of the sample for 1100℃ annealing. 
The trap densities for each peak are shown. 
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